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摘 要

本實驗研究以X光繞射方式研究鈦酸鑭?鍶薄膜(SrxLa1-xTiO3，x = 0.16、0.49、0.69和0.84)成長於LaAlO3 (001)基板上，討

論在?鍶量不同的情況下對鈦酸鑭?鍶薄膜殘餘應力影響。在本實驗中首先用X-ray ?-2?掃描確認薄膜的c軸垂直於LaAlO3基

板上。以步進馬達的載臺作?角掃描，發現薄膜在基板平面上具有四重對稱性，並利用不對稱掃描進一步分析基板平面夾

角為Y之晶面的應變對sin2?的關係。我們發現基座與薄膜之間的殘餘應力變化會由於摻雜量不同而有所不同，並與薄膜電

傳輸特性有關。
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